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Příloha č. 4.2
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
 „Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie,  Výzva VII.,  
registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014266
Zadavatel

Obchodní firma:

SANS SOUCI, s.r.o.
Sídlo:

Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupen:

Martin Cháb, MBA, jednatel

IČO:

27278727

DIČ:

CZ27278727

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118166.
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Vakuové zařízení pro magnetronové nanášení tenkých vrstev (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Vakuové zařízení pro magnetronové nanášení tenkých vrstev (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
Vakuové zařízení bude sloužit pro magnetronové naprašování a napařování formou plazmatické polymerizace (PECVD). Dále musí zařízení obsahovat pulzní vysokonapěťový zdroj pro iontové čištění a aktivaci povrchu substrátu.

Maximální velikost naprašovaného substrátu musí být minimálně 500 x 500 mm (průměr x výška). Tento substrát musí být možné naprašovat po celé jeho výšce ( 500 mm ) s kontinuální tloušťkou vrstvy.

Zařízení musí obsahovat nejméně čtyři plošné magnetrony, situované ve svislé ose, současně se substrátem. Musí zde být možnost odprašování z více magnetronů najednou při plynule nastavitelném poměru výkonů. Magnetrony musí být svisle umístěné, aby byli schopné prášit po celé vertikální výšce pracovního prostoru ( min. 500 mm ). V této ose dále musí být otočné v úhlu 0..180° a to směrem proti sobě, aby bylo možné u každého magnetronu nastavit úhel odprašování. To znamená, že pokud budou nastaveny například v úhlu 0°, budou čelně do pracovního prostoru. Pokud bude úhel například 45° u obou magnetronů vedle sebe a vůči sobě, bude možné provozovat oba magnetrony najednou, kde chceme podle poměru výkonů obou magnetronů vytvářet slitiny. Při úhlu 180°v je pak magnetron zády k pracovnímu prostoru. Otáčení všech magnetronů musí být elektronické, nastavitelné z programu řídicího systému. Magnetrony musí být vybaveny automatickou clonou, aby se navzájem nekontaminovali. Magnetrony dále musí být magneticky vyvážené pro stejnoměrné odprašování, a to do tolerance 3%. Magnetrony dále musí být chlazené vodou a jejich výkon musí být plynule regulovatelný, a to od 0 do 10 kW.

Dále zařízení musí obsahovat pátý magnetron, který bude válcového tvaru a bude schopen provozu v dutinách substrátu. Musí být umístěn na elektricky pohyblivém ramenu, kde bude možné řízeného svislého pohybu s nastavitelnou polohou a rychlostí. Celý magnetron s pohyblivým ramenem musí být umístěn v ochranné, vakuové trubici na horní straně pracovní komory tak, aby se spouštěl do substrátu z hora a opět zajížděl do ochranné trubice mimo pracovní komoru, aniž by se měnilo vakuum v pracovní komoře. Pro zvýšení univerzálnosti celého zařízení musí být možné trubici s magnetronem připojit k pracovní komoře z horní strany a to v ose  komory nebo mimo osu komory a to o polovinu průměru pracovního prostoru ( při průměru 500 mm to bude 250 mm ). Válcový magnetron musí umožňovat provoz v dutinách o průměru 100 mm, musí být chlazený a doplněný o systém připouštění pracovního plynu přímo do blízkosti targetu v dutině. 
Zdroj pro všechny magnetrony musí být plynule regulovatelný a musí zde být možnost regulace co do napětí, proudu nebo výkonu. Zdroj musí být pulzní s regulovatelnou frekvencí do 80 kHz s možností kontroly odraženého výkonu z magnetronu. Součástí zdroje pak musí být balanční obvod, který umožní unipolární nebo bipolární režim řízení magnetronů, s nastavitelnou střídou.
Se substrátem musí být možnost otáčení, a to kontinuálně dokola nebo v nastavitelném úhlu od 0° do 360°. Musí zde být možnost nastavení plynulé rychlosti otáčení, směru otáčení a polohy (úhlu) natočení substrátu vůči magnetronům. 

Otočný pracovní stolek, který by měl být umístěný na spodní straně pracovní komory, musí obsahovat dva porty pro QCM hlavice a jeden port pro termočlánek (teplotní čidlo). Díky tomu musí být možné měřit tloušťku vrstvy ve dvou místech ( kde operátor hlavice upevní ) přímo na substrátu i v režimu, kdy se substrát bude otáčet dokola. To se týká i měření teploty, které závisí na umístění termočlánku operátorem na definovaném místě. Měření tloušťky vrstvy musí být online, to znamená po celou dobu pokovování, a to s přesností na 0,1 nm. Dále musí být možné měřit rychlosti pokovování (nm/s). Měření teploty na substrátu se musí provádět termočlánkem, a to v rozmezí 0-600°C, s citlivostí 0,1 °C.

Technologie vysokonapěťového čištění a aktivace povrchu substrátu musí umožňovat pulzní zdroj s frekvencí minimálně 150 kHz a výkonem do 10 kW. Napětí pak musí být plynule regulovatelné v rozsahu 0-10 kV. Zdroj musí umožňovat měření napětí a proudu mezi HV elektrodami a celkový výkon zdroje. Regulace pak musí umožňovat nastavení nominálního proudu, napětí nebo výkonu vysokonapěťové plazmy.

Pro vysokonapěťovou plazmu musí být v pracovní komoře umístěna vysokonapěťová průchodka pro připojení ionizační elektrody. Obvod vysokonapěťového zdroje musí být přepínatelný mezi elektrodou, komorou a pracovním stolkem, který musí být galvanicky oddělen od pracovní komory. 

Zařízení dále musí obsahovat vyhřívaný zásobník pro monomery. Tento zásobník musí mít objem min. 1 litr a musí mít možnost přesného řízení teploty v rozmezí 0-100°C s citlivostí na 0,5°C.

Z tohoto zásobníku do pracovní komory musí být vedení skrze vyhřívané potrubí a musí zde být vsazen přesný MFC regulační ventil s průtokem 1000 sccm.

Do pracovní komory musí být možnost připojení minimálně dvou technických plynů, které bude možné jednotlivě připouštět do pracovní komory regulátory MFC s průtokem 1000 sccm. Musí zde být možnost plně automatické regulace vakua s připouštěním obou plynů v nastavitelném poměru. Zařízení musí obsahovat buď suché čerpání, pro vysoké vakuum složené z primární vývěvy, rootsovy vývěvy a turbomolekulárních vývěv. Díky této sestavě musí být možné regulovat čerpací rychlost ve vysokém vakuu. Evakuační agregát musí být schopen vyčerpat prázdnou odplyněnou komoru na mezní vakuum < 8 x 10-4 Pa za maximálně 10 minut.
Celé zařízení musí být řízené plně automatizovaným systémem, který musí být při zapnutí napájení plně funkční do 5 sekund. Dále musí mít ochranu proti zacyklení („zamrznutí“). Řídicí systém musí umožňovat plně automatický provoz podle nastavitelných receptur, evakuace pracovní komory v nastavitelných režimech (nízké vakuum, vysoké vakuum, řízení na pracovní vakuum, bezpečné odstavení, havarijní opatření,.. ), musí plně automaticky a spolehlivě regulovat nominální vakuum, automatické připouštění dvou plynů v nastavitelném poměru, řízení magnetronového odprašování na základě času, rychlosti pokovování a tloušťky vrstvy, musí být schopen automaticky řídit regulaci reaktivního procesu na základě napětí, výkonu zdroje a průtoku reaktivního plynu. Dále musí řídicí systém umožňovat plně automatický proces receptur, kdy operátor nastaví recepturu pro tvorbu vzorků, kde bude možné nastavovat vakuum, poměr připouštěných plynů, výkon, napětí nebo proud magnetronového odprašování, výkon, napětí nebo proud ionizačního zdroje, průtok monomeru do pracovní komory, teplotu monomeru v zásobníku, tloušťku výsledné vrstvy, rychlost pokovování, režim řízení clonění magnetronů pro zapalování magnetronů a řízení polohování substrátu. Všechny tyto nastavení musí být modelovány v krocích, aby bylo možné pokovovat i multivrstvy. Řídicí systém musí obsahovat i velice podrobné výrobní deníky pro následnou analýzu vzorků, které musí být uchovány v operátorském panelu i po vypnutí napájení. Dále musí být možnost jejich stažení do PC v čitelném formátu (EXCEL). 

Dále musí být možnost kompletního monitorování a řízení procesů na dálku, za pomocí připojení do ETHERNET sítě. Musí být možnost připojení na centrální řídící systém přes otevřený komunikační protokol.

Celé zařízení musí být kompaktní v jedné skříni, která bude uzavřená (zařízení musí být konstruováno do čistých prostor). Vstup do pracovní komory musí být z přední strany skříně a ovládací prvky a operátorský panel musí být hned vedle dveří komory. Na dveřích pracovní komory musí být umístěn vizuální průzor pro kontrolu procesu s vnitřním, mechanickým zakrýváním proti pokovení. 

V pracovní komoře musí být umístěny průchodky pro další přístroje, a to 4x DN40, 4x DN25.

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry 

(Účastník u každé uvedené položky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE)

	Vakuové zařízení pro magnetronové nanášení tenkých vrstev:

	Způsoby nanášení nanovrstev: magnetronové naprašování a PECVD
	

	Požadovaná velikost naprašovaného substrátu: min. 500 x 500 mm (šířka x výška)
	

	Min. počet magnetronů: 5
	

	Typ magnetronů: 4 planární, vyvážené, otočné s automatickou clonou, 1 válcový pro pokovování dutin substrátu, všechny chlazené vodou, s plynule regulovatelným výkonem od 0 do 10 kW 
	

	Poloha magnetronů: vertikální
	

	Měření tloušťky vrstvy: 2 QCM krystaly
	

	Zdroj pro magnetrony: plynule regulovatelný (napětí, proud, výkon), pulzní s min. frekvencí do 80 kHz a možností kontroly odraženého výkonu z magnetronu
	

	Polohování substrátu: možnost otáčení v úhlu 360°, možnost nastavení plynulé rychlosti otáčení, směru otáčení a polohy (úhlu natočení) substrátu vůči magnetronům
	

	Vybavení pracovního stolku: dva porty pro QCM hlavice a jeden port pro teplotní čidlo. 
	

	Přesnost měření naprašované vrstvy: 0,1 nm
	

	Možnost měření rychlosti naprašování: Ano, v nm/s
	

	Rozsah a citlivost měření teploty na substrátu: 0-600°C po 0,1°C
	

	Vlastnosti pulzního zdroje pro vysokonapěťové čištění a aktivaci povrchu substrátu: frekvence min. 150 kHz, výkon až 10 kW, napětí plynule regulovatelné 0-10 kV
	

	Zásobník na monomery: ano, vyhřívaný s min. objemem min. 1 litr a možností přesného řízení teploty v rozsahu 0-100°C po 0,5°C
	

	Regulace vakua v pracovní komoře: plně automatická s připouštěním min. dvou technických plynů pomocí regulátoru hmotnostního průtoku (MFC) s průtokem 0..1000 sccm
	

	Čerpání vakua: bezolejové (suché), tří stupňové (primární vývěva, rootsova vývěva, turbomolekulární vývěvy)
	

	Připojení na centrální řídící systém: Ano, přes otevřený komunikační protokol (Modbus)
	

	Řízení procesů: automatické
	

	Obsluha stroje: 1 operátor
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky:
	Dodávka předmětu zakázky
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Vakuové zařízení pro magnetronové nanášení tenkých vrstev
	

	Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku předmětu zakázky
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
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